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Przeprowadzono syntezy nadprzewggzh chalkogenkowzelaza dla uktadow typu:
FeSe, dla x=0-0.15 oraz FeS&e;, dla x=0.3-0.55 z ré@nych materiatdw wyjciowych,
zarowno z FeSe i Fe, jak i z poszczegblnych piestkéav. Otrzymane materiaty
scharakteryzowano metodami dyfrakcji rentgenowsRkigjasciwosci nadprzewodge okrélono
z pomiaréw namagnesowania w funkcji temperatury.

Nadprzewodzca faze selenkuzelaza uzyskano zarbwno na drodze reakcji w cigliyrst
w zamknitej, odpompowanej ampule kwarcowej, jak i przeztsgn a nasfpnie przetopienie
mieszaniny materiatdbw w§giowych w podwojnej ampule. Najugze wartéci temperatury
krytycznej dla selenkuelazaT, = 8.2-8.7 K uzyskano przez krystalizagj fazy cieklej prébek
0 skladzie wyjciowym zblizonym do stechiometrycznego, z nadmiarastaza poniej 1% mol.
W prébkach z nadwika zelaza obserwowano pewien wktad do namagnesowanidany
magnetycznej, tym wkszy im wkksza byla ta nadwka. Wartdci statych siecia i ¢ fazy
tetragonalnej i olefos¢ komorki elementarnej dla prébek wytworzonych wnych warunkach
wykazywaly znacacy rozrzut, przy czym dla prébek o najlepszych peatrach
nadprzewodzcych zawieraty & w waskich granicach, a zlbny do optymalnego stosunela
wynosit 1.469. Zawartd fazy tetragonalnej w prébkach przetapianych, co@i metodami
rentgenowskimi, wynosita okoto 80%. W prébkach gatypwywanych ze skiadow zawiegaych
nadwyke selenu, zawartd fazy tetragonalnej maleje a wzrasta udziat fazikshgonalne;.
Pod wzgédem widciwosci nadprzewodgcych probki syntetyzowane bez przetapiania, pomimo
wysokiej zawartéci fazy tetragonalnejasznacaco gorsze od pozostatych.

Procesy krystalizacji Fegee;x prowadzone byly metadBridgemana w podwdjnych
odpompowanych amputach. W procesach krystalizaogosvano wartéci pionowego gradientu
temperatury od 0.5 do 1°Z/mm w obszarze amputy wypetnionym przez krystali@aoy materiat.
Temperatug, w ktérej rozpoczynano proces krystalizacji, dobie® w zakresie od 95C
do 1085°C, a pedkos¢ studzenia w trakcie krystalizacji wynosita od 8 3°C/h. Przy za matym
pionowym gradiencie temperatury zbytzduprdkos¢ wzrostu krysztalu powoduje zerwanie
krystalizacji juz w czs$ci stazkowej i dalszy wzrost w postaci blokéw krystalicehy o niewielkich
wymiarach, zorientowanych podzymi katami. Zwigkszenie pionowego gradientu temperatury
oraz zmniejszenie pdkosci studzenia obra prdkos¢ wzrostu i poprawia jakd krysztatu.
Zawarta¢ fazy tetragonalnej w probkach wynosita ponad 90jwyzsze wartéci temperatury
krytycznej T.=14.3-14.6 K uzyskano dla sktadow Fg&®e, w poblzu x=0.5.
Wraz ze zmniejszaniem waéth x wzrasta olgtos¢ komorki elementarnej, a temperatura
krytyczna maleje do okoto 12.6 K dta= 0.3.



